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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T20870《半导体器件》的第4部分。GB/T20870已经发布了以下部分:
———第16-1部分:微波集成电路 放大器;
———第16-2部分:微波集成电路 预分频器;
———第16-4部分:微波集成电路 开关;
———第16-5部分:微波集成电路 振荡器;
———第16-10部分:单片微波集成电路技术可接收程序。
本文件等同采用IEC60747-16-4:2017《半导体器件 第16-4部分:微波集成电路 开关》。
为便于使用,本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———修正文件中图的编号,并添加了图的引导语。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC599)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第五十五研究所、南京国博电子股份有限公司。
本文件主要起草人:陈哲、答瑞琦、蔡传涛、向虎、施小翔、吴维丽。
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引  言

  微波集成电路是电子行业产业链中的通用基础产品,为电子系统中的最基本单元。GB/T20870
《半导体器件 微波集成电路》是对微波集成电路参数和测试方法确立的依据。拟由10个部分构成。

———第16-1部分:微波集成电路 放大器。目的在于规定微波集成电路放大器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-2部分:微波集成电路 预分频器。目的在于规定微波集成电路预分频器的术语、字母

符号、基本额定值、特性以及测试方法。
———第16-3部分:微波集成电路 变频器。目的在于规定微波集成电路变频器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-4部分:微波集成电路 开关。目的在于规定微波集成电路开关的术语、基本额定值、特

性以及测试方法。
———第16-5部分:微波集成电路 振荡器。目的在于规定微波集成电路振荡器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-6部分:微波集成电路 倍频器。目的在于规定微波集成电路倍频器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-7部分:微波集成电路 衰减器。目的在于规定微波集成电路衰减器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-8部分:微波集成电路 限幅器。目的在于规定微波集成电路限幅器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-9部分:微波集成电路 移相器。目的在于规定微波集成电路移相器的术语、基本额定

值、特性以及测试方法。
———第16-10部分:单片微波集成电路技术可接收程序。目的在于规定单片微波集成电路的设计、

制造和交付的术语、定义、符号、质量体系、测试、评价、验证方法以及其他要求。
该系列标准等同采用IEC60747-16系列标准,保证半导体器件试验方法与国际标准一致,通过制

定该标准,可以确定统一的测试参数、测试方法和测试程序,对微波集成电路研制、生产和检验和使用具

有重要意义。
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半导体器件

第16-4部分:微波集成电路 开关

1 范围

本文件界定了微波集成电路开关的术语和定义,规定了额定值和特性,描述了测试方法。
开关的射频端口有多种组合,如单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、单刀三掷(SP3T)、双刀双掷

(DPDT)等。本文件基于SPDT型开关,其他类型的开关也适用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC60747-1 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则(Semiconductordevices—Dis-
cretedevices—Part1:General)

IEC60747-1:2006/AMD1:2010
IEC60747-4 半导体器件 分立器件 第4部分:微波器件(Semiconductordevices—Discretede-

vices—Part4:Microwavediodesandtransistors)
注:GB/T20516—2006 半导体器件 分立器件 第4部分:微波器件(IEC60747-4:2001,IDT)

IEC60747-16-1 半导体器件 第16-1部分:微波集成电路 放大器(Semiconductordevices—

Part16-1:Microwaveintegratedcircuits—Amplifiers)

IEC60747-16-1:2001/AMD1:2007
IEC60747-16-1:2001/AMD2:2017
注:GB/T20870.1—2007 半导体器件 第16-1部分:微波集成电路 放大器(IEC60747-16-1:2001,IDT)

IEC60748-2 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路(Semiconductordevices—Inte-
gratedcircuits—Part2:Digitalintegratedcircuits)

注:GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路(idtIEC748-2:1985)

IEC60748-3 半导体器件 集成电路 第3部分:模拟集成电路(Semiconductordevices—Inte-
gratedcircuits—Part3:Analogueintegratedcircuits)

注:GB/T17940—2000 半导体器件 集成电路 第3部分:模拟集成电路(idtIEC748-3:1986)

IEC60748-4 半导体器件 集成电路 第4部分:接口集成电路(Semiconductordevices—Inte-
gratedcircuits—Part4:Interfaceintegratedcircuits)

注:GB/T18500—2001 半导体器件 集成电路 第4部分:接口集成电路(IEC60748-4:1993,IDT)

IEC61340-5-1:2016 静电学 第5-1部分:保护电子设备不受静电现象干扰 通用要求(Electro-
statics—Part5-1:Protectionofelectronicdevicesfromelectrostaticphenomena—Generalrequire-
ments)

注:GB/T37977.51—2023 静电学 第5-1部分:电子器件的静电防护 通用要求(IEC61340-5-1:2016,IDT)

IECTR61340-5-2:2018 静电学 第5-2部分:保护电子设备不受静电现象干扰 用户指南

(Electrostatics—Part5-1:Protectionofelectronicdevicesfromelectrostaticphenomena—Userguide)
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